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我们于 1980 年研制成功了 BDN[双 (4一二甲基氨基二硫代苯乙烯) 锦]及 BDN-PMMA

(简称)染料片。它最突出的优点是光化稳定性及热稳定性好，因而工作寿命长。 染料盒在

31. 2 兆瓦/厘米2功率密度下，可工作 20 万次以上;染料片在 12 次/分、输入能量 8 焦耳、输

出 23 毫焦耳时己工作了 3 万次以上。

1981 年3 我们又研制出两种近红外波段的调 Q 染料。它们与 BDN 都是由 NiS公C4H4 为核

心而衍生出来的物质，总称为锦硫络合物。

随着激光波长向近红外波段的扩展，需要有各相应的调 Q 染料，以 NìS4C会H4 为核可衍生

出十几种材料，每种材料的最大吸收峰位置随取代基结构而异。

按半径典法计算镰硫络合物的分子轨道及与试验数据对比分析，认为这类物质的基态构

型为 (2b1..) 2 (2b2g)2 (3αg)2(2bsg)2 (4αg) 2 (3b2g) 0 (3b1g) 0。靠近红外区的强吸收是一个电子跃迁

引起的3 能级变化为 (2b1..)→ (3b2g) 。随取代基结构不同，对此二能级差的微扰不同，因而最大

吸收峰的位置有所差异。

若在 NiC4H4乌环系母体代上吸电子基团p 查觉不出电子跃迁。 若代上供电子取代基2 出

现向长波方向移动的最大吸收峰。 在一定范围内供电子能力愈强的取代基，锦硫络合物的最

大吸收峰的位置向长波方向移动愈多。

这类物质的结构是四方平面3 与平面垂直的是大 π键，离域能大。它的基态构型为 1Ag 态，

每个成键轨道上皆充满了电子，自旋为霉，是能量最低的状态，因而光化稳定性及热稳定性好，

工作寿命长。
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